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В данной работе изучено влияние режимов сильнополевой инжекции электронов на изменение зарядового состояния и дефектности МОП-структур после радиационного облучения. В качестве ионизирующего излучения использовались (-частицы, протоны и гамма-излучение /1/. Показано, что после радиационного облучения МОП-структур сильнополевая инжекции электронов может приводить к стиранию большей части захваченного в оксиде положительного заряда в результате его аннигиляции при взаимодействии с инжектированными электронами.
Предложена модель, описывающая процесс аннигиляции радиационно-индуцированного положительного заряда при послерадиационной сильнополевой инжекции электронов. Полученные результаты могут быть использованы для расширения функциональных возможностей МОП-сенсоров радиационных излучений и определения условий их многократного использования, а также при прогнозировании надежности эксплуатации МОП-приборов в условиях воздействия радиации.
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